1)
a) En el circuito de la figura 1 se muestra la simidlacon el programa Multisim de
un circuito con BJT:
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Figura 1
Dibujar las caracteristicas de salida del transist&fialando el punto de trabajo Q.

¢En qué zona trabaja el transistor? Razonar laestn

Calcular el del transistor.



b) En el circuito de la figura 2 se muestra la simidlacon el programa Multisim de
un circuito con BJT:
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Figura 2

Dibujar las caracteristicas de salida del transist&fialando el punto de trabajo Q.

¢En qué zona trabaja el transistor? Razonar laestp

c) En el circuito de la figura 3 se muestra la simidlacon el programa Multisim de
un circuito con BJT:
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Figura 3.



Dibujar las caracteristicas de salida del transist&fialando el punto de trabajo Q.

¢En qué zona trabaja el transistor? Razonar laestn

2) Analizar el circuito de la figura 4, explicando gné zona trabaja cada diodo, y
calcular b1, Ib2, Vb1, Vb2 Y Vs para cada uno de los siguientes casos:
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Figura 4. D1 22 aproximacion, D2 ideal Vz=6.2v.

a) Ve=-1lv



b) Ve=3v

c) Ve=18v



d) Dibujar Ve=f(t) y Vs=f(t) si la entrada es una oridangular de 20v de pico.

Ve A

VS A




3) En el circuito de la Figura 5:
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Figura 5. Diodos segunda aproximacion

a) Explicar el funcionamiento en el semiciclo positivo

V| 120V rms g

o

c) Calcular la tension inversa de pico de los diodos

d) Dibujar las funciones Vi=f(t) y Vsal=f(t)

Vi,

Vsal +







